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Визначення концентрації легуючих домішків  Nd  та Na  та їх енергій 
активації Ed , Ea  - це важливі параметри для прогнозування 
напівпровідникових кристалів із заданими властивостями. Для визначення 
таких параметрів необхідно знати масив експериментальних значень 
приведеного хімічного потенціалу  ∗

iµ  для відповідного масиву значень 
температури iT  кристала,за допомогою дослідження ефекту Зеєбека при 
заданих температурах iT  . 

 Рівняння нейтральності для домішкового кристалу n – типу 
провідності, у відсутності власних переходів,має такий вигляд: 

0),,,,( =∗ TEdNaNdf µ                                                                               (1)              
Для визначення EdNaNd ,, складемо систему трьох нелінійних 

рівнянь для трьох різних значень температури 321 TTT << ( ∗∗∗
321 ,, µµµ ).  Така 

система рівнянь в пакеті MathCAD ефективно розв’язується за допомогою 
вичислювальних  блоків Given/Find (Minerr).  
 Проте, як показано в роботах [1,2] класичне рівняння нейтральності 
можна застосовувати до кристалів із невиродженими або слабко 
виродженими носіями струму. В кристалах із виродженими носіями 
струму виникають ефекти екранування потенціалів домішкових атомів, а 
це призводить до фундаментальної зміни структури класичного рівняння 
нейтральності і воно набуває такого простого вигляду: 
 NNaNdTn ∆=−=∗ )(),(µ                                                                            (2) 
В цьому рівнянні ),( Tn ∗µ - концентрація електронів у кристалі . 
 В цитованих роботах показано, що форма рівняння нейтральності (2) 
має місце коли виконується така умова (при цьому 31910~ −− смNaNd  ):  
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В цій формулі всі позначення- загальноприйняті.  
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